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Цель данной работы -  изучить особенности технологии получения по- 
ликристашшческого материала. Исходным сырьем для выращивания мо
нокристаллов является поликристаолический арсенид галлия.

Арсенид галлия -  более сложный материал, чем кремний, двухкомпо- 
ненгный, технологически с ним сложнее работать, но подвижность носи
телей заряда на порядок больше, чем у кремния. Подвижность носителя 
заряда — параметр, который определяет рабочую частоту интегральной 
схемы.

Арсенид галлия имеет достаточно большую ширину запрещенной зо
ны, высокую подвижность электронов, благоприятные особенности зон
ной структуры, обуславливающие воз.можность прямых межзокных пере
ходов носителей заряда.

В промышленно.м производстве монокристаллов Ga.As используются 
три метода выращивания:

-  метод Чохральского с жидкостной герметизацией расплава слоем 
борного ангидрида используется, в основном для получения нелегирован
ного GaAs;

-  метод горизонтальной направленной кристаллизации (ГНК) в вари
антах «по Бриджмену» или «кристаллизации в движущемся градиенте 
температуры», используется для получения кристаллов п-типа проводи
мости, легированных Si;

-  метод вертикальной направленной кристаллизации в тех же двух вари
антах, используется для получения как легированных донорными примеся
ми кристаллов, так и для получения нелегированного арсенида галлия.

В работе проведен литературный обзор в области синтеза полупровод
никовых соединений. Особое внимание уделено изучению структуры и 
свойств полупроводниковых соединении А”’в '̂ .

Рассмотрены традиционные и перспективные методы по.лучения и ис
пользования арсенида галлия. Разработана технологическая схема процес
са и изучено влияние технологических факторов на качество арсенида 
галлия. Проведен расчет оптимальных технологических параметров.
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